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(54 Vyhiivact podloika polovodilovych substrétd pro chemickou_depozici kyslidénfkovych

vrstev z plynné féze

Vyndlez ée tyké vyh¥ivaci podloZky pdlovodiéovych substrét&‘pro chemickou depozici
kysli&nikovych vrstevrz plynné féze v rozmezi teploty 20 a¥ 500 °C, _

Pri pFipravé kyslidnfkovych vrstev chemickou dépozicf .z plynné féze, nap¥. vrstev
kysliéntku kf-emiéitého'SiO2 nebo kysli¥niku hlinitého A1203 oxidact silanu kyslikem nebo
oxideef triisopropylelkoholdtu hlinitého kyslikem na povr3ich polovodiovych substrats,
nepf. na kremik Si nebo fosfid gality GaP, jsou polovodidové substrdty uloZeny ne vyh¥fvect
podloZce v depozi¥nim prostoru, nep¥. v trhbici nebo ve zvonu, ve kterém proudi plynné
reekéni sm&s. Na.vyh¥étych polovodidovych 'substrdtech a v jejich okoli neristajt kyslléni-
kové vrstvy pPfslulnymi. chemickymi.reskcemi mezi plynnyml reakéniml sloZkemi. X

Vyhtiveel- podloZke je v klidu nebo se pohybuje podle konstrukce za¥izent tek, aby
plynné reaktanty shodnd omyvaly vSechny pqlovodléové substréty uloZené na ni., _

Protoée 2z divodl - dsldfiho zpracovén{ kWsllénikovych vrstev na polovodidovych substrd-
tech,»napf. fotolitograficky, je Zédouci, abJ tloudtks vrstev na vech polovodléovych
substrdtech ve vérce byle co neJrovnomérnégéi, Je tPebe, aby rozptyl teploty polovodléo-
vych substrdtl p¥i depozici byl co nejmensy , proﬁoée rychlost depozice kysli&nfkovych
vrstev zévisf ne teplotd., Toho je moZné doééhnouf pouze pouZitim vyh¥ivaect podloZky zhoto-
vené z meteridlu s vyaokou tepelnou vodivosti. NapF, p#i pripravé vretev kyslidniku kfeml-

Eltého 8102 oxidact silenu kyslfikem, je zmEna rychlosti depozice v rozmezif 300 a3 400 °C
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0,5 a% 0,6 % °C. o

Pro dosaZeni stejné teploty cglého povrchu iyhfivaci podloZky & tim i polovodilovych
substrdtld jsou vyhfiyaci podloZky zhotovovény z meteridld vysoké tepelné vodivosti. PouZfve
se hlinfku a jeho slitin, grefitu a nerez oceli. Tyto msteridly visk majf Fadu névyhod.

Aby se zsbrdnilo p¥fmému styku materidlu vyhtiveci podloZky s pblovodiéovymi substré-
ty, pokryvaeji se vyhPivecf podloZky pPed prvni depozici na polovodidové. substrédty vrstvou
kysli&ntku k¥emiditého 3102 nebo kysliéniku hlinitého A1203 typické tloudfky 0,5 8% 1 /ume
Polovodidové substrdty leZ{ vidy ns Qrstvé kysliéﬁiku‘kfemiéitého 8102 nebo kysli¥niku
hlinitého A1203. Tato ochrennd vrstva, spolu s vrstvami'kysliﬁniku k¥emi&itého deponovenymi
semovoln& v okol{ polovodilovych substrétdl, se periodicky, obvykle jednou tydn&, sleptévé
v roztocich kyseliny fluorovodikové a znovu ‘se nané¥f. Teto regeneresce vyh¥ivaci podlofky
Je nutné proto, Ze kysliénikové’vrstvy se &asem z vyh¥fveci podlofky odiupuji a zneéiéqui
povrch polovodiZovych substréti a ddle vzhledem k nestejné velikosti polovodidovych subst-
rdtd avnemoénosti Je uloZit do pPesn stejného mista by dochdzelo ke zhordent tepelného
kontektu mezi substrétem a podloZkou. Periodickou regenereci vyh¥ivaci podlofky je zéroven
zabran&no kontaminaci stykové plochy polovodidovych substrétd vyh¥ivect podlotky sf u¥ ots-
rem nebo difuzi,

Vyhfivaci.podloiky zhotovené z hlinfku = Jeho slitin se b&hem provozu p¥i teplotdch
do 500 °c deformuji.a Jsou korodovdny v leptadlech, do kterfch se odstrefiuje vrstva depo-
novenych kysliénikd z vyhPFiveci podloZfky, nap®. v roztocich kyseliny fluorovodikové, Vy-

“hiivact podloZky z grafitu jsou porézni e k¥ehké o.relativné nizké tepelné vodivosti, asi
2x ni%Zsf hlinfku. Vyh#fvec{! podlo¥ky z nerez oceli majf 15x niZ3{ tepelnou vodivost ne¥
hlinfkové.,

Podstatou vyné&ezu Je vyhFivecl podlofka polovodidovych substrétd pro chemickou depozi~

c¢i kysli&nfkovych vrstev 2z plynné fédze ¢o teploty 500 °C, jejiz podstata spodivé v tom, Ze
Je zhotovené z médi:quryté vrstvou 10 8% ZOym niklu s vrstvou 1 aZ 5 ym pletiny nebo rho-
dia, coe -

M&d mé za typickjch teplot chemické depozice vrstev kysli&nfku kYemifitého nebo kys-
li¢nfku hlinitého 300 a? 500 °c tepelnou vodivost tém&¥ shodnou s tepelnou vodivostd st¥{b=
ra, tj. nejvy3s{ ze viech existujfcich technickyéh meteridld. Tepelnd vodivost m&di ze tep-
lot 300 a% 500 °c Je 2x vys¥{ hlinfku, asi 4x vy38{ grefitu e asi 30x vy581 nerez oceli,
Semotnd mé&d se vZsk velmi snadno oxiduje kyslfkem nebo vodni perou, zvlditd ze.vyééich I
teplot ze tvorby kysli&nikd m¥di, které sé p¥i pokojové téploté z vyh¥{vecf podloZky odlu-
puji. Tento problém ¥e8{ vyndlez jiZ uvedenymi ochrennymi vrstvemi. Tyto ochrenné vrstvy
lze deponovet nap¥. gelvsnicky. Z uvedenych ochrenngch povlekd je zvléé{ vyhodné rhodium,
jekoZto jeden z nejodoln&jifch kovl vibec. Ochfanné povlaky z-rhodia Jjsou velmi tvrdé, vy-
nikajfci odolnosti proti oxideci kyslikem nebo vodni parou a kyselin& fluorovodfkovs.
ProtoZe st¥edni koeficient linedrnf tepelné rozteZnosti m&di v rozmezf teploty O &% 500 °c

1je 1,95x vy381 platiny a 2,25x vy33f rhodia, je z hledisks dilata&nfho pﬁizpﬁsobeni Z4douel
pokryt m&dénou vyh¥fveect podlozku pfed depoziecf platiny nebo rhodie vrstvou nikla, nep¥,

' galvanicky,



Stfodnl kooticient lineédrnt tepelné roztaznosti niklu v rozmez{ teploty 0 az 500 °C je pouze
T

»1 3x nliéi -Odi “Timto zpﬁsobem mohou byt doponovany i 8iln&j31 ochranné vrstvy platiny

nebo rhodia, anii by praaklyw-

']Jako ‘priklad podlaiky polowqdiéovfch substratd pro chemickou dopozici kysliénikovych vrstev
z plynn6 faze je vyhtivaci ;odlozka pro depozici vrstev kysliiniku kfemi&itého na kfemikové
qsubstraty pfi teplotach do 500 %C. Na m&d¥né kruhové desce o tloustce 5 at 10 mm je galva-
' nicky nangsena vretva niklu tlouéiky 10 a2 zo/um a na ni opét galvanicky nanesena vrstva
rhodia tloustky 1 at 5 /um.

" Jinym piikladen jo ohdobnd vyhfivaéi'podloikalpokryté niklem tloudtky 10 aZ 20 /um

a platinou tlousfky 1 a2 5,um, -,
PREDMET VYNKLEZU

Vyhtivaci podloZka polovodilov§ch substrétd pro chemickou depozici kysliénfikov§ch
Sy

vrstev z plynné féze, v&znaéena tim, %e je zhotovena z elektrolyticky &isté mé@i pokryté

vrstvou 10 aZ 20 Jum niklu, na které je vrstva 1 az § Sum rhodia nebo 1 aZ 5 )um platiny.
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